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L 4

Zpisob kontroly vyvolédvani fotoche-

mickych materiall, zejména fotorezisti.
, V nékterych pifipadech je cilem fotoche-
mického grocesu vytvo¥eni obrazové struk-
turg a predepsanou tloustkou. Ta zévisi
na rfadd &initeld, zejména na vychozi
tloustce vrs , na vlastnostech fotochee
mického materialu, na expozici, zpisobu

a dobd vyvolavéni aj. K dosaZeni vysled-
kit jJe podle uZivenych postupi nezbztné
dodrZiet selou #Fadu podminek a velidin.
Podstatou vynadlezu je sniZeni nAroki na
piesnost a reprodukovatelnost jednotli-
vych technologickych kroki tim, %e se
v pribshu oladvani m&F¥{ vlastnosti ob~
razu 8 vyuiltim skutednosti, %e rozloZeni
intenzity zédfeni v difraktogramech, vzni-
kaiicich na ekvidistandnich obrazovjch
prvcich, se godstatn&m zpisobem méni pii
zm8nAch tloustky t¥chto prvil.
P#i postupu xgd e vyndlezu se na fotoche-
nicky materi aktinickym zéienim expo-
nuje struktura, obsahujici ekvidistantni
obrazové prvky, zéznam se vloii v nadobd
obsahujici vivojku do difraktometru a v
pribdhu vyvoldvani ge mefi velidiny cha-
rakterizujicl rozloZeni intenzity zéiieni
v_difrekénich maximech. Vyvolavani se
Ferusi, jestliZfe rozloZeni intenzit 24~
eni odpovidd stavu vyvolavéni, ktery
poskytuje poZadoveny vysledek éotochemic-'
ké operace.
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Vynélez se tyk4 kontroly vyvolavéni fotochemickych materiélu,
zejména fotorezistu.

N&které fotochemické materiély, zejména fotorezisty, posky-
tuji po ozé¥eni a nésledujicim zpracovéni ve vhodném plynném
nebo kapalném prostfedi (tzv. vyvojce) obraz, tvoifeny oblastmi
vrstvy zpracovaného fotochemického materi&lu s rdznou tloustkou.
Prakticky zv1adt& vyznamny je piripad, Ze obraz tvoii jednak
oblasti 8 odhalenou podlo¥kou, dilem oblasti pokryté vrstvou
zpracovaného fotochemického materidlu. Tlou3tka vrstvy (popiipa-
dé& rozdily v tlou3fce) z4visi na Fadé Cinitell, predeviim na
vychozi tlousfce vrstvy, na vlastnostech fotochemického materiélu,
na expozici, zpisobu a dob& vyvolévéni. Jestlile vysledkem foto-
chemického procesu m& byt vrstva s urditou tloudfkou, je pti
dosud uZfivanych postupech nutno dodrZovat (lasto velmi piesné)
celou Fadu podminek a velidin.

Uvedenou nevghodu nemé postup podle vynadlezu, jehoZ podstatou
je méfeni vlastnostf obrazu v prib&hu vyvolévani s vyuZitim sku-
teCnosti, Ze rozloZeni intenzity z&ifenf v difraktogramech, vzni-
kajicich ohybem svétla na ekvidistantnich obrazov¢ch prvcich,
se podstatnym zpisobem m&nfi pi¥i zm&néch tloustky téchto obrazo-
vych prvku.

Pi*ednosti postupu podle vynélezu je sniZeni né&rokii na pies-
nost a reprodukovatelrost rFady technologickych krokii a veli&in
a skutetnost, Ze se technologicky proces Fidi a p*erusuje podle
poZadovaného vysledku. Diusledkem je zmenSeni né&ro&nosti procesu
a/nebo zvydeni jeho vytéZnosti.
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P¥i postupu podle vynélezu se na podloZku nanese vrstva
fotochemického materiflu, na ni se aktinickym zé&renim exponuje
obrazové struktura, odpovidajici poZadovanému vysledku. Tato
struktura bud sama obsahuje ekvidistantni prvky, nebo jimi
musi byt dopln&na. Ozé&Fensd vrstva se v nédob& s vyvojkou umisti
do difraktometru. V prib&hu vyvolavani se nepietrZité nebo ve
zvolenych &asovych intervalech m&¥i a vyhodnocuje rozloZeni
intenzity za&feni v difrak&nich maximech, edpovidajicich ohybu
svétla na ekvidistantnich prvcich vznikajiciho obrazu. Vyvoléavé-
ni se prferusi, jestliZe rozloZeni intenzity zé&rfeni indikuje stav
vrstvy, poskytujici poZadovany vysledek.

Priklad:

Fotochemickym procesem mé byt vytvoiena vrstva piesné urle-
né tloustky, v ni? jsou na ¥roubovici s konstantnim stoupénim
otvory. Na planparalelni sklenénou desku se nanese vrstva po-
zitivniho fotorezistu o tlousfce v&tii, ne je poZadované
vysledné tloudtka. Znémym zpisobem se naexponuje soustava ozéie-
nych ploSek, leZicich na zvolené Sroubovici. Deska se umisti
ve vertikélni poloze do kyvety, jeZ mé vertikédlni st&ny z plan-
paralelnich sklenénych desek a obsahuje vyvojku (tj. kapalinu
rozpougtéjici ozéafené oblasti fotorezistu). Kyveta je umisténa
v difraktometru tak, Ze optické osa je kolmé na povrch desky s foto-
rezistem a na uvedené vertikélni stény. V¢vojkou se pirerusované
mich4., Na ozéirenych mistech se fotorezist rozpousti rychle,
na neoz&ienych mistech pomalu. Na prohlubnich (pozdéji o%vorech)
ve vrstvé fotorezistu dochézi k ohybu svétla a Gseky &roubovice,
vymezené clonou difraktometru, pisobi jako soustava ekvidistant-
nich obrazovych prvki. Vznikaji ohybové maxima, jejichZ intenzity
se mé&ri. Po vzniku otvord ve vrstwe indikuji zmény rozloZeni
intenzity zéfeni v ohybovych maximech postupné zmenZovéni tloudtky
vretvy na neozérfenych mistech fotorezistu. Vyvolavéni se prerudi,
jestliZe rozloZeni intenzit zéfeni odpovid4 stavu vyveolévéni,
ktery poskytuje poZadovany vysledek fotochemické operace.
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Zpusob kontroly vyvolévéni fotochemickych materiéli,
vyznateny tim, Ze na vrstvu fotochemického materiélu se
expozici aktinickym z&rfenim zaznamené obrazec obsahujici
ekvidistantni prvky, zéznam se vloi{i v nddobé obsahujici
vyvojku do difraktometru a v prib&hu vyvolavani se méri ve-
li¢iny charakterizujici intenzitu z&reni v difrak&nich maximech
odpovidajicich ekvidistantnim obrazovym prvkim.
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